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Banddiagramme unter Vorspannung
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Banddiagramm an Halbleiter-Oberflache \“(IT
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Raumladungsdichte
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Kapazitatskurven eines idealen MIS-Kondensators
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Differentielle Verschiebungsladung im Bereich

starker Inversion
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Max. Breite der Verarmungszone fur starke Inversion
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Kapazitatskurven idealer MIS-Kondensatoren
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Spannungsabhangigkeit des Oberflachenpotentials
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Grenzflachenzustande und Ladungen realer MOS-
Kondensatoren
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Ersatzschaltbild Grenzflachenzustande
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Einfluss von Grenzflachenzustanden
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Feste Oxidladungen
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Differenz der Austrittsarbeiten
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Differenz der Austrittsarbeit fur verschiedene Gate-

Materialien
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Aufbau eines n-Kanal-MOSFET
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Potentiallandschaft eines n-Kanal-MOSFET A\‘(IT
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Qualitative Beschreibung MOSFET-Kennlinie
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Qualitative Beschreibung MOSFET-Kennlinie
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Qualitative Beschreibung MOSFET-Kennlinie
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Kennlinie idealer MOSFET
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